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１．概要（Summary） 

当研究室では、互いに非相溶な液晶基と非液晶基を

側鎖に持つランダム共重合体を合成することで、液晶側

鎖によるサーモトロピック液晶性と主鎖を介した側鎖間の

の相分離ラメラ構造を設計し、サブ 10 nmのパターニン

グ材料への応用を目指している。本報告では、光応答性

液晶側鎖とかご型シルセスキオキサン側鎖（POSS）から

なる液晶ランダム共重合体P(Az-r-CB-r-POSS)を合成し、

酸素の反応性イオン・エッチング(O2 RIE)による薄膜のエ

ッチングを検討した結果を報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR 

【実験方法】 

P(Az-r-CB-r-POSS)を合成し、石英基板に膜厚約 80 

nmの薄膜を調製した。この薄膜に出力 50 w、 O2 流速 

10 sccm、 圧力 2Paの条件にてO2 RIE処理を行った。

O2 RIE処理前後の紫外可視吸収スペクトル測定および

斜入射 X線散乱測定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

出力 50 w、O2 流速 10 sccm、圧力 2 Paの条件にて

処理を行った、O2 RIE処理時間と P(Az-r-CB-r-POSS)

薄膜の膜厚変化のプロットを Fig. 1aに示す。処理時間と

ともに膜厚が減少し、約70 sにて約48 nmで膜厚の減少

は見られなくなった。未処理および 140 sの処理を行った

P(Az-r-CB-r-POSS)薄膜の紫外可視スペクトルを

Fig.1bに示す。260～400 nmの吸収バンドは、液晶ラン

ダム共重合体の液晶基に由来し、処理後にて吸光度が 

 

Fig. 1 (a)Time course of thickness for a P(Az-r-CB-r 

-POSS) thin film by O2 RIE treatment. (b) 

Absorption spectra for a P(Az-r-CB-r -POSS) thin 

film before and after O2 RIE treatment. 

 

半減していることがわかった。また、POSS側鎖は、O2 

RIE処理により無機化、架橋し、シリカ膜となることが知ら

れている。よって、O2 RIE処理により、液晶側鎖基の分解

と POSS鎖の無機化による収縮が起こり、膜厚の減少が

起こっていることが示唆される。斜入射 X 線散乱測定から、

O2 RIE処理を行っても、P(Az-r-CB-r-POSS)の側鎖間

の相分離構造の規則性は保たれていることを確認してお

り、今後、条件を最適化し、ナノパターン材料へ展開して

いく予定である。 
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